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Aktif siizgec uygulamalarinda kullanilmak iizere, devre sembolii Sekil-1’de
verilmis olan bir MO-OTA (Multi Output OTA: Cok Cikish OTA)
tasarlanacaktir. Tasarimda (0.35um >) CMOS teknolojisi kullanilacaktir.
OTA kutuplama akiminin Iss <100pA bolgesinde, egiminin de gm
<150u1A/V bolgesinde secilmesi onerilir. Tasarlanacak MO-OTA 25pF'hik
kapasitif yiikle calistirilacaktir. (N simetrik cikis sayisi, N=2 = cikis
akimlar1 +Ios, -Ios, +102, -Io2; tiim cikislar i¢in egim es alinacaktir).
Yukarida belirtilen calisma bolgesi icinde

- Egimin band genisliginin fsdB > 100 MHz

-Giris ve c¢ikis gerilimlerinin secilen besleme gerilimleri ile elde
edilebilecek maksimum dogrusal degisim araligim saglamasi,

- Cikis direncinin Ro+, Ro-> 100 MQ

- Yiikselme egiminin tim cikislar icin SR >10V/usn (Iss = 100pA
degerinde)

olmasi beklenmektedir.
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Sekil-1. Genel MO-OTA Sembolii

a- Devreyi tasarlayarak transistorlarin boyutlarini belirleyiniz.
SPICE benzetim programi yardimiyla devrenin tiim cikislari icin

b- DC akim gecis karakteristigini c¢ikartimiz; (Iss kutuplama
akimi parametre olarak alinacaktir).

c- DC gerilim gecis Kkarakteristigini cikartiniz; (Iss kutuplama
akimi parametre olarak alinacaktir).



d- Tim cikislar icin gecis iletkenliginin Iss kutuplama akim ile
degisimini (gm = gm(Iss)) cikartiniz, (kutuplama akimi bagimsiz
degisken olarak alinacaktir).

e- gn gecis iletkenliginin frekansla degisimini cikartimiz, (Iss
kutuplama akimi parametre olarak alinacaktir).

t- Cikis empedanslarinin frekansla degisimini (Iss kutuplama akim
parametre olarak alinacaktir), her kutuplama akim icin cikis
direncini ve ¢ikis kapasitesini belirleyiniz.

Elde ettiginiz sonuclar: yorumlayimz, OTA tasariminda ongordigiiniiz
hedeflere ulasip ulasamadiginizi arastiriniz.



